_VALVO DIODEN TRANSISTOREN 
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Halbleiter-Dioden und Transistoren sind elektronische Bauelemente vor- 
wiegend für Gleichrichter- und Verstärkerzwecke. Sie sind daher im Hin- 
blick auf die Anwendungen in der Elektronik mit Elektronenröhren ver- 
gleichbar. Der Kern eines Halbleiterbauelementes ist ein kleiner, halb- 
leitender Kristall. Die elektrischen Vorgänge im Innern dieses Kristalls 
spielen sich hauptsächlich in der Umgebung künstlich eingebrachter 
elektrischer Doppelschichten (Sperrschichten) ab. Diese haben Gleich- 
richtereigenschaften. Während eine Halbleiter-Diode nur eine solche 
Sperrschicht hat und sich daraus die normale Gleichrichtereigenschaft 
erklärt, hat ein Transistor deren zwei. 

Die zwei sehr dicht benachbarten, gegensinnig gepolten Übergänge 
nennt man „Emitter-Diode“ und „Kollektor-Diode”. Bei normalem Be- 
trieb ist die Emitter-Diode im Durchlaßzustand und die Kollektor-Diode 
im Sperrzustand. Der Raum zwischen den beiden Sperrschichten heißt 
„Basis“. Dort befindet sich der Basis-Anschluß des Transistors. Die 
äußeren Anschlüsse der beiden Dioden heißen Emitter und Kollektor. 


Charakteristisch für die Wirkungsweise des Transistors ist, daß ein 
Strom, den der Emitter aufnimmt, durch Diffusion fast vollständig auf 
den Kollektor übergeht. Man kann sich einen inneren Stromgenerator 
denken, der im Kollektorkreis einen Strom annähernd gleicher Größe 
wie im Emitterkreis fließen läßt. Der Basisstrom (Differenz von Kollektor- 
und Emitterstrom) ist dann sehr klein. Da der Widerstand der Emitter- 
Diode klein und der der Kollektor-Diode groß ist, ergibt sich in einer 
Schaltung mit niederohmigem Generator zwischen Emitter und Basis 
und hochohmiger Last zwischen Kollektor und Basis eine Spannungs- 
verstärkung. Ist nicht die Basis, sondern der Emitter gemeinsamer Punkt 
für Eingang und Ausgang der Schaltung, so erhält man überdies eine 
Stromverstärkung, weil der Kollektorstrom dann mit dem kleinen Basis- 
strom gesteuert wird. 


Halbleiter-Dioden und Transistoren zeichnen sich durch folgende beson- 
dere Eigenschaften aus: Sie haben sehr kleine Abmessungen und sind 
schaltungstechnisch bequem einzusetzen. Sie sind mechanisch außeror- 
dentlich unempfindlich und haben eine hohe Lebensdauer. Der Transistor 
hat keinen Glühfaden, er arbeitet sehr wirtschaftlich und ist bei Einschal- 
ten der Speisespannung sofort betriebsbereit. Diese Spannung ist klein 
(1,2 bis ca. 24 V, z. T. auch 80 V) und kann kleinen Batterien oder Akku- 
mulatoren entnommen werden. Gegenüber Elektronenröhren fallen eine 
gewisse thermische Empfindlichkeit und größere Streuungen der Eigen- 
schaften von Exemplar zu Exemplar ins Gewicht. 


Fertigungsprogramm Transistoren 


Kenndaten Wärme- Ro Grenzdaten 
für Anwendungen im NF-Gebiet == widerstand - 
&, | Ge (*C/mW) | Tjmax (°C) -UCEM max (V) | -icM max (MA) 
Sub hnik 3 | | | | 
in Subminiaturtechni 55 | | 
für Kleinstverstärker (Hörhilfen) 80 15 55 7 (Rge <I0kS) | 10 
85 

Allzwecktransistoren für Verlustleistun- 30 => 5 ni .= Tepe 
gen bis zu etwa 75mW bei 45 °C 47 0,4 75 30 (Rge<0,5k2) | 50 

für NF-Endstufen bis zu etwa 40 mW | | | | 
Ausgangsleistung, als Paar für Gegen- ‚ 50(80 mA) 0,3 75 32 (Rgg<0,5k®) 250 
taktendstufen bis zu etwa 400 mW | 

für NF-Endstufen bis zu etwa 120 mW ® ? DEN. | 
eng als , Gegen- ı 67 (300 mA) 0,09 75 20 (Rgg<0,5k8) 300 
taktendstufen bis zu etwa ] | | 

für Gleichstrom-, NF- und 2 Ra « E ? 
Impulsverstärkeranwendungen 0 | 0,4 75 30 (Rge <0,5k2) | 50 

für NF-Verstärkerstufen bei 3510 4 ah 

12 V Batteriespannung | (60 mA) | 0,09 75 26 | 300 

Kenndatı 
für Anwendungen im HF-Gebiet I | (ms) =; ui (MHz) Charakteristische Eigenschaften 
2le ab | 

für Misch- und Oszillatorstufen im SEE | Verstärkung einer selbstschw. Misch- 
Lang- und Mittelwellenbereich 34 (500 kHz) | 15 (7,5... 30) stufe bei 1 MHz ca. 28 dB 


für 450 kHz ZF-Verstärkerstufen 


32 (500 kHz) 6(3...12) 


Verstärkung eines 2stufigen ZF-Ver- 
stärkers bei 450 kHz ca. 57 dB 


Diffusionslegierter Transistor für Misch- 
und Oszillatorstufen im Lang- und Mit- 
telwellenbereich sowie für 450 kHz ZF- 
Verstärkerstufen 


36 (450 kHz) 


Verstärkung einer selbstschwingenden 


Mischstufe bei 1 MHz ca. 40 dB 
Verstärkung einer einzelnen ZF-Stufe 
bei 450 kHz ca. 36 dB 


Diffusionslegierter Transistor für Ver- 
stärker und selbstschwingende Misch- 


36 (450 kHz) 


Verstärkung einer selbstschw. Misch- 
stufe bei 6 MHz ca. 25 dB 


stufen im Kurzwellenbereich und für 30 (10,7 MHz) 70 (min. 40) Verstärkung einer einzelnen ZF-Stufe 
10,7 MHz ZF-Verstärkerstufen bei 10,7 MHz ca. 22 dB 
Diffusionslegierter Transistor für Ver- f Verstärkung eines UKW-Bausteins mit 
stärker und selbstschwingende Misch- KT Vorstufe und selbstschwingender Misch- 
stufen im UKW-Bereich stufe ca. 23 dB,Rauschzahl ca. 12KTyg 
2. = a F Kendten Br en: 
a -Icg 0 (nA) -UcEo(V) -UCEM max (V) = icM max mA) 
für Schaltzwecke und Impulsoszillatoren 2 | max. 0,4 32 (Rse< 1 kQ) ä 
im NF-Gebiet | mm.10 | pei125mA | 60(RBE< 0,5 ko) 250 
2, (ap (MHz) | Anstiegszeit T,() | -IcM max mA) 
für Aussteverung magn. Ringkerne 85 (600 mA) 2 2,0 bei 600 mA 600 
HF-Transistoren für schnelle Schalter-- | 20... 80 (15 mA min. 3,0 : 
anwendungen in Rechenmaschinen 50...200 hs N min. 4,5 0,2 bei 125 mA 125 
symmetrische n-p-n-Transistoren für 20... 80. (15 mA min. 3,5 
schnelle Schalteranwendungen in 50...150 (15 mA min. 4,5 0,2 bei 250 mA 250 
Rechenmaschinen 100...300 (15 mA min. 9,0 
* . msn ZTERRERRTRUR bis 
Leistungs-Transistoren Tr Im | TrmaxlC) Gehäuseboden (°C/W) 
für NF-Endstufen, als Paar für Gegen- 3,0 
taktendstufen 32 (Spitzenwert) 75 s18 
für NF-A- und B-Endstufen in umschalt- 
baren 6 V/12 V Autoempfängern 32 3,5 90 s12 
für Schalteranwendungen ji 6,0 90 <S1%2 
für NF-Verstärker, als Paar für Gegen- x ö 
taktendstufen 32 14 75 s75 
für Schalteranwendungen & 6,0 90 =12 


Foto-Transistor 


Kollektorstrom > 750 uA bei 800 Lux Beleuchtungsstärke 


Fertigungsprogramm Dioden 


wsrGrenzdaten, 74. 
Germanium-Punktkontakt-Dioden m. va ar Tugb max Charakteristische Eigenschaften 
ende KIEW FIIR (mA) v (°C) | 
HF-Diode für niederohmige 150 25 75 Dämpfungswiderstand 3kQ bei 30 MHz | 
Gleichrichterschaltungen (Video-Diode) ö und Lastwiderstand 3,9 kQ | 
HF-Diode für hochohmige Gleichrich- 23 En 
terschaltungen, Diodenpaar für Ratio- 100 45 60 regen jenen ee Im | 
detektor- und Diskriminatorschaltungen | OSB | 
HF-Diode mit kleinen Fertigungsstreu- | ee Be ; 
ungen, für niederohmige Gleichrichter- 150 30 79 Dämpfungswiderstand 3kQ2 bei 30 MHz 
schaltungen (Video-Diode) und Lastwiderstand 3,9 kQ 
HF-Diode für hochohmige Gleichrich- Dämpfungswiderstände: 15 kQ bei 10,7 
terschaltungen, Diodenpaar für Ratio- 100 N ER MHz und Lastwiderstand 33 kQ; 40 kQ 
detektor- und Diskriminatorschaltungen | bei 500 kHz und Lastwiderstand 50 kQ | 
Allzweck-Dioden für hohe Sperrspan- | | 
nungen = 85 geringere Fertigungs- 150 1Ass2=19:*75 Sperrströme bei 100 V, 25°C ca. 75 uA | 
streuungen | 
Beim Übergang von 30 mA Durchlaß- 
Schalter-Diode für Rechenmaschinen 150 90 60 strom auf -—35 V Sperrspannung fällt 
der Sperrstrom auf — 36 uA nach 3,5 us 
HF-Diode in Miniaturtechnik, für nie- & : s 
derohmige Gleichrichterschaltungen 45 30 75 res), wege er bei 30 
(Video-Diode) | zun astwıderstan r 2 
Allzweck-Dioden in Miniaturtechnik, für | FRE A 
hohe Sperrspannungen (OA 95 gerin- 150 115 75 Sperrströme bei 100 V, 25°C ca. 75 uA | 
gere Fertigungsstreuungen) 
= je 2 Ta AA er ERTSE: _Grenzdaten Beim Ausschalten 
Germanium-Golddraht-Dioden IDM max | "YDM max | Tugb max von auf fällt nach 3,5 us der 
(25°C) (25°) Ip -Up Sperrstrom auf | 
(mA ) ec) (mA) v) 5... 
Schalter-Diode mit kleinem Durchlaß- | 
widerstand (ca. 4Q bei 200 mA) für 350 100 75 | | 
hohe Spannungen | | 
Diode f. schnelle Schalteranwendungen 50 25 75 ) max. 25 
Diode f. schnelle Schalteranwendungen 500 23 75 400 | 10 max. 150 
Diode in Miniaturtechnik, f. schnelle 
Schalteranwendungen 50 3 75 5 5 max. 25 | 
Silizi Flächendiod _ _ Grenzdaten Kenndaten (100°C) 
Silızıum-Flachendioden iDM max | "UDM max | Tugb max | Up (V) bei -Ip | 
a aa re : ee er rn 
Allzweck-Diode 50(90°C) 60 (90°C) 90 <1,5(75°C) < 30 bei-Up = 60V (75°C) | 
für hohe Umgebungstemperaturen ‚150 50 125 0,8 0,5 bei-Up = 50V 
für hohe Umgebungstemperaturen und . EI" 
hohe Sperrspannungen 100 150 125 0,8 0,5 bei -Uo = 150 V 
Se ge Fe __Grenzdten Wärmewiderstand | 
Germanium- und iDM max ID max | -YDM max | Tj max Tugb max K | 
Silizium-Leistungsgleichrichter | 
Ser Bee nt (A) (A) WS 0G) (°C) | (C/W) 
Germanium-Flächengleichrichter 12 12 85 75 | 5 | 
1 m - Dre me ee © 2 Ki 
Silizium-Flächengleichrichter für 127 V 
Netzgleichrichter 5 0,5 | 400 70 | 
Silizium-Flächengleichrichter für 220 V 5 0,5 | 700 70 | 


Netzgleichrichter in Fernsehempfängern 
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